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NPN-Si-Transistoren

NPN-Silizium-Epitaxie-Planar-Doppeltransistoren flir Differenzverstarker

Typ Kennwerte bei Ti =259C
Kollektor-Basis-Stromverhéltnis Differenz der Differenz der Temperatur- Rauschzahl Leerlauf- Transit-
bei Ueg = 5V Kollektor- sBasis-Emitter- gang aei g ,Il:usgangs- Lreqtcjenz .
=, = = Basis-Strom- pannungen der Basis- =5 apazitat ei =5
g = Rlmi lg U g =T i b Uce = 5V Emitter-Span- | & 00imA beiUg =5V | _ 855 mA
bei Usg =5V | . = g1mA hungsdifferenz .C € o
CE {od ’ bei U =5vf=1kHZ f = 30 MHz
lc = 0,1mA CE 4 f =200 Hz
IC e 0,1 mA RG = 10 kQ
s 3 B B B F AB o/q : AUge mV ,U.V{grd ~ FdB Css p!i fr MI:IZ
BFY 91 ~ 2 N 2915 60...240 > 100 > 150 < 10 <.5 < 10 4 8 60 s
BFY 92 ~2N2917 60...240 > 100 >0 <20 =10 <20 4 8 60
Typ Kennwerte bei Ti = 25°C Grenzwerte
Kollektor- Kollektorreststrom Emitter- Warmewiderstand Kollektor- Kollektor- Emitter- Sperrschicht-
Sattigungs- bei bei reststrom Sperrschicht — Basis- Emitter- Basis- temperatur
spannung Ucpo = 45V Ucgg = 5V bei umgebende Luft Spannung Spannung Spannung
bei lc =1mA Uggp =5V eines beider
Ig = 0,1 mA Systems Systeme
Rinu (1) Rinhu (1 +11)
i UcEsat V lceonA  IceonA  Iego NA grd/mw grd/mw U(;Bo \' 7 UCEOVV Uego V T;°C
BFY 91 < 085 <. 10 e < 2 < 042 < 0,29 45 45 6 200 4 %
BFY 92 < 0,35 < 10 <2 &£ 2 < 0,42 < 0,29 45 45 6 200
rot = neue Typen

BFY 91 und BFY 92
Gewicht ca. 1,19
Metallgehduse DIN 5 A 6
(ahnlich JEDEC TO—5)

—eMax.85 ¢re—

max.94 ¢
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Abmessungen in mm



NPN-Si-Transistoren

NPN-Silizium-Epitaxie-Planar-(Pico-)Transistoren fiir Gerate kleinster Abmessungen, Schalter, NF- und HF-Verstarker

Typ Kennwerte bei T\, = 25 °C
Kleinsignal- Kollektor- Kollekior- 7 ?mis- Kollektorreststrom Grenz-r Rauschzéttll
Stromverstarkung Basis-Strom-  Séattigungs- Emitter- frequenz bei
bei verhaltnis *) spannung Spannung bei Ug =05V
Ug =05V bei bei bei U =05V Ic = 0,2mA
lc=02mA Ugg =05V Ig=5mA U =05V Ic=02mA R _ 15k
lc = 50 mA lg =5 mA lc =02mA e i £~0,03. .15 kHz
) lceo Ucs  Iceo  Uce
(Farbkennzeichen) B B Ucesat V. UgeV e e nA V fsrMHz ~ FdB
BFY 22 (gelb) 60 (30 .7.790) 7> 50 < 045 0;5 . .07 <71§727 ¥ =20 2 20 7
BFY 23 (ro) 110 (70..220) > 70 < 045 05::.07 <16 2 <802 - 8. . A0
BFY 23a (gold) > 200 b A < 045 0.5 .. 0,7 7< 15.2 . < 207 2 720 7* i 1
BFY 24 (blaw) 100 (45..130)  — <045  05...07 €18 8 <20 2 a0 <5
BFY 29 (orangs) 60(30..90)  >50 <045  05...07 <1530 <20 25 B R el
BFY 30 (weif) 110 (70..220) > 70 < 045 05...07 <1530 <20 25 20 S
Typ Grenzwerte q
. Koilektor- Kollektor- Emitter- Kollektor- Basis- Emitter- 2 Vet;lust- BRI SI)errschicht- 4
Basis- Emitter- Basis- strom strom strom leistung temperatur
Spannung Spannung Spannung bei
Ty =45°C
ke e UV ~ UceoV  UgoV lc mA g mA -le mA Pior mW L%
BFY 22 o 57 B 5 - 773 e, 59 e 57 755 i 507 ”125
8&3 N b o ik 5 - 3 50 5 5 el SL 77125 ol s
§FY 23a s 5 = o 5 Ml 73 _" 50 9 55 20 = 777125 e
BFY 7241 Lo B0, L . 5 c s 773 s ﬂ R L 755 50 125
BFY20 45 o o 5 . 8 B 55 50 _ A8B ik
BFY 30 45 30 5 50 5 55 50 125
*) Impulsmessung
NPN-Silizium-Epitaxie-Planar-Transistoren (1,2 W) im TO-18-Gehé&use fiir HF- und NF-Verstarker, schnelle Schalter usw.
Verlustleistung bei Ty = 45 °C: P, , = max. 260 mW, bei T = 25°C: P;; = 1,2W, max. Sperrschichttemperatur: Ti = max. 175'°C q
Typ Kennwerte bei T, = 25°C Grenzwerte
g Krollektor-i Kollektor- Kollektorreststrom Strom- Kollektor- Kollektor- Emitter- Kollek-
Basis-Strom-  Sattigungs- ei verstarkung Basis- Emitter- Basis- tor-
verhéltnis *) spannung Ty =25°C Ty =150°C bei Spannung Spannung Spannung strom
bei f = 100 MHz
Ug =1V
IC = 10 mA
bei bei bei bei
Ic/ g Iceso Ucs Icgo  Ucs Uce Ic
Rl hitho b W UcesatV. mA/MA nA V. A V. f V. mA UV UceoV UeoV IcmA
BSY 19 :72 N 708 >80 < 0,4 10/1 2 <25 20 <15 507” >3- 10 107 497 15 e 57 : 200
BSY 20 = 2 N 706B > 20 €04 WA L5015 <0 IG - =210 0 28 B, . 50
BSY 21 = 2 N 914 >80 £ 07 900/20 <% o0 <158 >4 10 20 48 1§ B
BSY 22 = 2 N 916 4 > 5Q7 <t 05 10/1 <10 715 §10 15 =8 15710 £ 257 _577 &)
BSY 23 = 2 N 834 > 25 < 025 1071 <500 20 < 30 20 243,515 . 10 40 30%*) ) 200
< 0,4 50/5

*) Impulsmessung
**) bei Upge =0



NPN-Si-Transistoren

NPN-Silizium-Epitaxie-Planar-Transistoren (230 mW) im Metallgehduse mit isoliertem Aufbau flir Verstarker und Schalter-Anwendungen

Sperrschichttemperatur: Ti = max. 200 °C, Verlustleistung bei TU = 459G P

tot

= max. 155 mW, Warmewiderstand: Rrhu <1 grd/mW

Typ Kennwerte bei TU =7259C
e KolIerktor—Basis—Skrohverhéltnis x) e i e KolIrektor—S';a‘ttigungés;énnung B;sis- :
bei bei Séttigungs-
Ug =1V Ic=2mA Ic =100 mA Ic=250mA  Spannung bei
Ic=01mA I.=1mA lc=10mA Ic=100mA Ic=250mA Ig=02mA Ig=10mA Ig = 25mA IBC=10mA
L B B B B B Uck sat V Ucesat V Uce sat V Usesat V.
BSY 72**) i SR 80... 250 >7770777 — : - - - ! = =
PSY 73 = 35...100 > 30 > 10 i PRI 02 (< 0,5) = < 1
BSY 74 ) T 80 ... 250 >770 j > 15 Syt = 0,15 (<0,5) = § 156
BSY 75 =515 35...100 7> 45 > 30 s > 15 — 07,157(307,5;) 03 (50,6) =
BSY 76 > 80 80...250 > 90 > 45 > 20 - 015 (05 03(<08 <1
BSY 77 > 15 35...100 > 45 > 30 > 10 - 015 (<05 08(<08 <1
BSY 78 > 30 80...250 > 90 > 45 L 015 (<05  03(<06) < 1
B - 20 >@ . - = 8 08 (<085) — - « T
BSY 80 i > 100 200...600 > 120 > 45 S g e 0,2 (<0,5) =t ,,<71 R iy
Typ Kennwerte bei TU = 1259C Grenzwerte
Leerlauf- KurzschluB- Grenz- Kollektorreststrom Kollektor- Kollektor-Emitter Emitter- Kollektor- Verlust-
JApaTier | Rapanlt B Sannung  barO Shamhung T hgE
bei bei Ugg =10V ’ Ilg=0 Ug =1V Tg=25°
Ug =10V  Ug =05V | =10mA
f = 50 MHz
bei
Coe PF Cie pF fr MHz lcgonA  UcgoV  UcgV ~ UceoV  UceyV  UggoV  IcmA Piot mW
f e - & i 170 <100 20 - %% 18 - 5 30 gap
éSY 73 6 17 145 < 100 20 25 18 s 5 100 - 230
BSY:-74 .. - 6 17 170 < 100 20 25 18 = L 9 ~ 100 230
BSY 75 5 17 145 <5 32 40 32 - F... 080 230
BSY 76 5 17 170 =1 <759 32 40 32 i, R 250 230
BSY 777 4 17 145 - <__50 - 65 80 64 = 7 250 230
BSY 78 4 w1’ < 50 65 80 64 - 7 250 230
BSY 79 e 17 100 < 80 20 120 = 120 5 3 230
BSY 80 6 17 210 < 100 20 25 18 - 6 100 230

*) Impulsmessung
**) rauscharmer Typ. Rauschzahl bei UCE =5V, IC =03 mA, f =0,03...15kHz, RG =2kQ:F<5dB
***) Treibertransistor fiir Ziffernanzeige-Glimmréhren
***¥) bei Ic = 2mA, Iz = 0,2mA

BFY 22...24,29 u. 30
Gewicht ca. 0,025 g
Kunststoffgehduse
max.18¢
4 2l naturliche
x GroBe
gN Farbpunkt
I
e
g e
E E
l 8| I E ca.01¢

€a.07x0075
K

Abmessungen in mm

BSY 19...BSY 23
Gewicht ca. 0,45 g

Metallgehduse DIN 18 A 3 (JEDEC TO—18)
Kollektor mit Geh&ause verbunden

1
1
™
[Tg)
T
Pk
o
=
E

max.05¢

max.58¢

BSY72...BSY 80
Metallgehéduse (&hnlich DIN 18 A 3 bzw. JEDEC TO—18)
Gewicht ca. 0,7 g,
Die Anschliisse sind vom Geh&use
elektrisch isoliert

1
<
@ ©,
Ew

mini25

max.58¢

max.05¢



NPN-Si-Transistoren

NPN-Silizium-Epitaxie-Planar-Transistoren (3 W und 5 W) fiir Verstérker- und Schalteranwendungen

Sperrschichttemperatur Ti = max. 200 °C

Typ Kennwerte bei TU = 25°C
S - TolIektor-Basis-StrorEaéhénﬁs *)7 el T o *Ii(Tein'signal- KolIektbr—SéﬁiguEsspaangrw = =
ei Stromver- ei
HCETJ?X'A l-r=01mAIl~-=10mAIl~=015A I-=05A I~=1A Ete.a.irkung :Ci::omr:A :Cf:gomr:A :C;;‘lAA
C ! (@ . C C . C . C Ue=5V B Br= B .
le =1mA
ber - B B B B B e . 8B - B B UcesatV  UcesatV UcesatV
BSY51.2N67 - -  >30 40.120 — - 80..100 015(<08) -
BSY52.2N1420 — -  >70 100.30 — — ~ 50..200 015(<08 - -
BSY53 2N 1613 — >20 >3 40.120 >20 -  30..100 015(<06) 05(<12) —
BSY54 .2N1711 >20  >35 >75 100.300 > 40 — 50..250  0,15(<06) 05(<12) -
BSYS55.2N1893 — >2 >3 40.120 - - 30..150 02(<0f) - -
BSYss = — >3 >75 100..300 — - 60..280 02(<08 -  — E
BSY87 2N 1889 — >20 >3 40.120 - -  30..150 02(<08) - & 0 o
BSY88.2N1890 — >3 >75 100.800 — -  60..280 02(<06) - -
BSYso - > 100 > 140 > 250 -~ 200..50 014(<08) - -
BSYst -  >2 >3 40.120 >3 >15 - <02 <08 <12
BSY 82 - >3 >75 100.300 > 40 > 20 - <025 <06 £ 18
BSY83.BSY40 — >2 >3 40.120 > 30 > 15 - < 025 < 06 TN
TeNzey T T T o T I e e
BSY 84 - >3 >75 100.30 >40 >20 - <025 <06 <1
BSY85.2N2193A > 20 >35 40.120 >3 >15 - <025 <06 <1
BSYs8 - >3 >75 100.300 >4 >2 - <025 <06 % S
Typ Kennwerte bei T, = 25°C Grenzwerte
Leerlauf-  KurzschluB- Grenz- Kollektorreststrom Warme- Kollektor- Kollektor- Emitter- KoIIekior-i;erlust!eistrur;griig
Ausgangs- Eingangs- frequenz widerstand Emitter- Basis- Basis- strom ei
kapazitat kapazitat bei Sperrschicht- Spannung Spannung Spannung Ty=25°C TG =25 °G:
bei bei U =10 Vv Gehause
Ucg =10V Ugg=0,5V Ic = 50 mA Lsn?gérbsecrl;\éceht-
= 50 MHz . Luft)
bei Ring  (Rinu)
Coe PF CiepF  frMHz IcgonA  UcsV  grd/W Uceo V. Ucgo V UesoV. IcA Piot W Pyt W
BSY51 <10 <33 100 < 100 30 < 58 (< 220) 25 60 5 05 08 3
BSY52 <10 <33 130 < 100 30 < 58 (< 220) 25 60 5 05 08 Ty
BSY53 <10 <33 100 <10 60 < 58 (< 220) 30 75 7 0,75 08 3
BSY54 <10 <3 145 <10 60 <58(<20) 30 75 T 075 08 8
BSY55 <10 <3 10 <10 9  <58(<20) 8 10 7 05 08 3
BSY5 <10 <3 145 <10 9  <58(<20) 8 120 7 05 08 3
BSYs7 <10 <3 10 <10 75  <58(<220) 60 100 7 o5 08 3
BSYss <10 <3 145 <10 75  <58(<20) 60 10 7 05 08 3
BSYo® <10 <3 170 <10 30  <58(<20) 2 6 5 0§ B8 & -
BSY 81 <15 <60 100 < 100 30 <3 (<1418 40 5 1 09 5
BSYg <15 <60 120 <10 30 <3 (<1418 4 5 1 08 5
BSY8 <15 <60 100 <10 60  <35(<194) 3 8 7 1 09 5
BSY84 <15 <60 120 <10 60  <35(<194) 3 8 7 1 N e
BSY8 <15 <60 110 <10 9 <3 (<194 64 120 7 1 BB
BSY 8 < 15 < 60 130 <10 9 < 35 (< 194) 64 120 7 1 09 5

*} Impulsmessung



NPN-Si-Transistoren

NPN-Silizium-Epitaxie-Planar-Transistor fir

Video-Endstufen

Typ Grenzwerte Kennwerte bei T; = 25 °C
Kollektor- Kollektor- Emitter- Kollektor- Verlust- Sperr- Waérme- Kollektor- Kollektor- Rickwir-  Transit- Kollektor-
Basis- Emitter- Basis- strom leistung schicht- widerstand Basis- Sattigungs- kungs- frequenz  reststrom
Spannung Spannung Spannung bei TG temperatur Spe::rl; Str?]m]- spannung kapazitdt bei bei
= o schicht- verhdltnis bei ei = =
ke Gehause bei I~ = 30mAYcg =10V Uep =10V gy =0
| =30mAC i lc=20mA
C IB=6mA E f = 50 MHz
Ugg =10V
Rinc
! ~ UcsV. UceoV  UgV  IcmA  PitW  T; °C grd/mw B Ucesat V. C12e pF frMHz  Icpo nA
BF 117 140 140 5 100 1,27 175 < 0,058 > 25 <1 <25(2 > 80 < 10
rot = neuer Typ
Q+12V Tnzsv
|
1
|
|
|
|
Prinzipschaltbild eines Video-Verstarkers mit Treiber-
transistor BSY 74 und Video-Endstufe mit BF 117
BSY 51 . . . BSY 56, BSY 87, BSY 81 ... BSY 86 BF 117

BSY 88 und BSY 90
Gewicht ca. 1,1g
Metallgehduse DIN 5A 3
(JEDEC TO—5)

Kollektor mit Gehause
verbunden

j—r

min.38,1 |

[

ma_xO.S ¢_

Abmessungen in mm

Gewicht ca. 1,3 g
Metallgehause DIN 5 A 3
(JEDEC TO—5)

Kollektor mit Gehéause
verbunden

max.S,4¢

max.05¢

Gewicht ca. 1g
Metallgehduse DIN 5 C 3
(JEDEC TO—5)

Kollektor mit Geh&use
verbunden

ma x85dr<—

max.94é

&
1
-
\ﬁ_
o
£
E

B

max05 ¢



NPN-Si-Transistoren

NPN-Silizium-Epitaxie-HF-Leistungstransistoren
Sperrschichttemperatur: Ti = max. 175 °C

Typ Kennwerte bei T, = 25 °C
Leistungsverstarkung im Eintakt-B-Betrieb Transitfrequenz Leerlauf-Ausgangs- Warme- T
in Emitterschaltung Kapazitat widerstand
Sperrschicht-
Gehéduseboden
bei bei bei bei bei bei
g VeedB C O PW 0 tMMz 0 UpgyV  fiMHz 0 UgV'  feA 0 CoepF  UceV ' - Buegrd/W .
BLY 15 > 10 5 30 24 200 10 0,3 <. 80 30 < 10
RS >7107 25 N - ST e T - S L sl Tl el g
xS 2 - 0 2007 20 24 00 %0 0 18 095 2 <% 3 .~ <135
3T™X0Q2 - = @@- - k. 3 Z 150 10 25 = < 140 e <72,5ﬁ 2 3
e~ = s e o e . W AR R S8 .o
:eriooqi T e R . LR U D ] Z 156 10 25 B <7 140 10 <73,37
3 TE 240 12 20 150 40 270 10 0,5 < 25 28 < 6
TR - o 1s - . 20 0 - 48 - - L P e e o, i g
Typ Kennwerte bei Tu = 25°C Grenzwerte ‘\
Kollektor-Basis- Kollektor-Sattigungs- Kollektorreststrom Kollektor- Kollektor- Emitter-ﬁ KolTektor-
Stromverhaltnis spannung Basis- Emitter- Basis- strom
Spannung Spannung Spannung
bei bei bei
B UcVIcA UcsaV _ lc/IsA/A  lcgopA  UcsV ~ UcsoV ~ UceoV ~ UeoV  IcA
g 20 - W0 05 <8 2 - 24 20 <100 206, 00090 L SNDI 2 3
e AR o N B N N BRI o .. . .. SR . A WA e
3 TX 002 > 40 5 1 < 1 5/0,5 < 10 80 100 80 ™) 5 5
O . . JUET. - B PSS SN - A s AR TN RS 0 L S el ey =¥ o e el
3 TX 003 > 15 5 1 < 2 5/0,5 < 10 80 100 80 ™) 5 5
Tk _>107 5 8 B I O A LS S N s et S e
3 TX 004 > 15 5 1 <2 5/0,5 < 10 50 60 50 %) 3 5
A ek | . T - N N S A U T P ey S A i Sl N SRl T8
J°TE 24 10...60 5 0,5 < 05 1,5/0,5 < 10 70 80 80 4 3
10...60 5 1.5

*} Ucgs (bei Uge = 0)

rot neue Typen

[



PNP-Ge-Leistungstransistoren

PNP-Germanium-Leistungstransistoren fiir NF-Endstufen, Spannungswandler und Schalter hoher Leistung

Typ Kennwerte bei T, = 25 °C Grenzwerte
Kollektor-Basis- Kollektor- Kollektor- Grenz- Kollektor- Warme- Kollektior- Kollektor- Sperr-
Stromverhaltnis Sattigungs- reststrom frequenz Emitter- widerstand Basis- strom schicht-
bei spannung bei Durchbruch- Sperrsch.- Spannung tempe-
U =2V Ueg =2V spannung Geh.-Bodenkg||ektor- ratur
i.=05A Bel Ty =0 Emitter-
Spannung
bei bei bei bei bei
-Ic -ic/-Ig -Ucs -lc -Upriceo -Ic  Rugc -Ucso -Ucko
i Bf A -Ucesat V A/A -lcggomA V fg kHz A V S A grd/W \' v IcA T;°C
2 N 2061 A 2060 72 < 1 5[0,5 <2 "20 25 2 > 15 05 < 08 20 15 5 100
2 N 2063 A 20..60 772 = 177 5/05 < 2 40 : > 5 2 > 20 05 < 0,8 40 20 5 100
LN 20§5 A 77270..60 72 <1 5/0,5 <75 80 > 5 2 > 40 05 <08 80 40 5 100
2 N 2062 A 50..140 2 < 07 5/0,5 _< 2_ 20 > 1 5 > 15 05 <08 2_0_ 15 5 77”100
2N 206477A 750. . 140 2 <7CL7 5/05 < g 40 > 1 5 > 20 05 <08 40 20 5} ) 100
? N£0§6 A " jg 140 2 <07 75/0,5 < 577 80 7>717 b > 4707 0,5 < 0,8 80 40 5 100
27N 257 *) 30..40**) 2 <15 2/02 < 5 740 - - - - &, 15 40 - 3 %0
2 N 268*) 28..38") 2 < 2 - 2/02 < 277 80 = = — = < 15 80 — 3 LIRS 90
CDT 1311 40..120 2  0,7(<15)5/05 1(<2) 30 6(>3 2 >40 1 <15 60 35 5 95
CDT 1318  40..720 2  O7(<15)5/05 1{X9) 5 6(>8 2 >80 1 <15 100 55 g8 . e
2N1146  >30 15 05(<1) 15/1 2(<4 20 4(>2) 5 >20 15 <08 40 20 15 95 o
? N 11746 A 7} 30 15 0,5 (<71) 15/1 2 (<4) 30 4 (?3) 5 >730 15 <08 60 30 15 ) i
2 N 71146 B > 30 ‘[57 0,5 (<1)777175/1 2 (<i) 40 4 (? 2) 5 > 40 1,5 < 0,8 80 B AO 15 95
2N 1146 C > 30 15 0,5 (iﬂ 15/1 2(<4) 750 4 (7> 2) 5 > 50 1,57 { 0,8 100 50 157 95 b
CTP1500  30..75 5  05<08) 12/2 4(<8 100 —  — >65 1 <1 10 60 15 95
(ﬂ’ 1503 ¥ ”30 o 0D 75 0,5(§9,8) 12/2 4 (<8)77780 = B > 55 1 7< 1 80 50 15 95
QTP 1504 30..75 5 : 0,5(<0,8) 12_/2 4 (<8) 60 B > 40 1 < 1 - 60 35 15 95
QTP 1508 30:.75 5 0,5(<0,ﬂf|2/2 4 (Sj) 40 = > 25 1 . = L 40 777”720 157 95
CTP 1544  25..125 25 05(<1) 252 2(<4) 30 4(>2) 5 >30 15 <1 60 30 25 o
CTP 1545 25., 126 25 0'5,-’,,,(<1) 25/2 2 (<4) i 40 4 (>2 5 ) > 407 1,5 <71 80 40 - 25 o~ 95
¢TP 1552 25.. 125 25 0,5 (<1) 2£/2 2 (<4) 20 4 (>2) 5 > 20 1,50 = 1 40 20 25 95 B
CTP 1553 25,.125 25 0,5(<1) 25/2 2 (<4) 50 4(>2) 5 > 50 15 <1 100 50 25 95
*} nicht fir Neuentwicklungen verwenden
**} Leistungsverstarkung (dB) bei -Up = 14V, -Ic = 05A, Rg = 10Q, R =30Q, Py =12W
BLY 16 BLY 15, 3 TX 002 . . 3 TX 004, 3 TE 240%)
und Ge-Leistungstransistoren
Gewicht ca. 8 g Gewicht ca. 23 g
Metallgehduse DIN 9 A 2 Metallgehduse DIN 3 A 2 (JEDEC TO—3)
Kollektor am Gehéause Kollektor am Gehause *)
max.11 max.40 -
— [ — Min.8 |=e—0
1 2
; /"' s f ! % r—-_j
} = Z E\)]“,‘ \\ ol b ‘E T
™ [ ) / ~ 7, -:—: o O = ~ o~
A Tm e 7 T8 S x4
T T ~N \\B\ : 7/ f l L J é ;,; =
l :':%E
L-—13_1——- —
o I8
e A — max. 9,8 je——
.—— 16,9 —#= —{max85 re—ro
max314 17 =

Abmessungen in mm

*) Beim Typ 3 TE 240: Emitter am Gehé&use




PNP-Ge-Transistoren

PNP-Germanium-Standard-Transistoren fiir NF-Verstarker, Steuer- und Regelschaltungen

Typ Kennwerte bei T;; = 25°C Grenzwerte
T Stirrom- Kollektor- Grenz- Ra(;gchzaﬁ 7Ko@kt;- . K;Hekt; = KJéktoT'— N V;rlust-i S;err-ir =
verstarkung reststrom frequenz ei Basis- Emitter- strom leistung schicht-
bei bei bei -lc =03mA  Spannung Spannung bei temperatur
Ueg =5V U =5V  -Ugp=5V Uee =4V Ty =45°C
lg = 1mA lg=1mA Rg = 1,5kQ
f=0,03...15kHz
B lewopA  fpkHz FdB UV = -UcewV = -lcmA  PiotmW T3
BGg 8.8 2 < 0  ® . §' g - 9% 8 . AR .
ocs41  %..60 <1 22 5 % % s & 75
oca42 4.9 <1t 14 5 % 15 5, & . %8
oc343  70...130 <10 11 B k-2 18 850 - - @7 o
Bess4 - 11020 <1 W - B .8 8 . & 67 r:
oc3s2  2s0(>18) <10 9 5 & 8 s e 75
oc306-1  30...60 <10 20 &5, & . 1| -8 67 m
0(37302-277 :15;.92 B < 12 - j4 ) 7< i B 7327 oty 157 e 507 6] 72 5
OC 306-3 70...130 < 10 1 < 5 32 15 50 67 75
PNP-Germanium-Kleinleistungstransistoren fiir Schalter und NF-Verstarker
Typ Kennwerte bei T, = 25°C Grenzwerte
3 N 7Koﬁektor—Basis- Kollektor- Kollektorreststrom Kollektor- Kollektor- Emitter- T(olleiktor-ii/erlust-i E S;’r-
Stromverhéltnis Sattigungs- ei Basis- Emitter- Basis- strom leistung schicht-
bei Sp;mnung UBE =05V Spannung Spannung Spannung bei tempe-
Uee= 0,7V “Ucg= 0,5V bei Ty =45°C ratur
dc=80mA -l =250mA “lc =250mA *)
-lg =15 mA
bei
= . 8B B - Ugma¥ dcevph UV -UewV -UgoV, UV demA: PpmW -~ T; °C
ocC 307-1 >25 = 20..490 <08 <15 32 32 - 10 250 110 75
OE !&7:2 y ey 7> 35 - _30._..60_ o <_0,35_ N _<_15_ 3_2 B _32 18_ _ 1_0 Sl _250 : _110 757
0oC 307-3 > 60  50..100 <035 -777<715 L2 B2 o M8y @ BB O 0 - S S
0c38*™)  30..100 >15 = <035 B - S, 18 10 e s TG 0
O(i 309—17 7}7257 L= 720.7.. 4(L - | <70,3£ - 77< EO = 62 B EO - 7307 = 1Q 250 110 757 -
@7@97-2 L >7357 ~30..60 SO?E) s 7<730 60 60 3 = 10 = 250 110 %
oC 309-3 2 60  50..100 77{}),35 5. s <730 60 60 30 10 250 110 75
ASY 141 >25  20.40 <03 <3 8 & 4 10 250 110 75
AEEZZ oit) _>_35_ ) 3Q _60 < 0,35 . 7<7307 @ o 7807 s 4(L e 12 350 B B 119” 1 7757
ASY 14-3 > 60 50 ... 100 < 0,35 < 30 80 80 40 10 250 110 75

*) mit Kihlblech Al 3 X 4cm? X 1 mm
**) als Transistor-Paar 2 X OC 308 geeignet fiir Gegentakt-B-Endstufen bis 0,5 W Ausgangsleistung
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PNP-Si-Transistoren

PNP-Silizium-Transistoren fiir den Einsatz bei hohen oder stark schwankenden Temperaturen

Typ Kennwerte bei T, = 25°C
¥ ¥ B Strorﬁ— Kollektor-
verstarkung reststrom
bei bei
Ueg =6V U =10V
—lc =1mA
N I- Ausflih
al?srfrggrung S i) ) ~ -lcaonA
ocC 443 OC 443K 15...60 2 (< 100)
ocC 47479 OC 449 K 25 (> 10) 2 (§ 100)
OC 467 OC 467 K 25...60 2 (< 100)

Grenzwerte

: Kollektor- Emitter- Kollektor-

Sperrschicht-

) Kollektor-r Ver1ustiéistung
Sattigungs- Basis- Basis- strom bei T, = 45°C temperatur
spannung Spannung Spannung
—lil =7mA
-lg =1mA
Normal- Aus-
ausflihrung flihrung K*)
-Uce sat V -Ucgo V. -UegoV  -Ic mA Piot mW Piot mW T; °C
0,13(<0,32) 25 20 50 200 370 150
0,13 (<Q,32) 60 SQ ] 50 - 200 9797 ; &y ‘[50 Ty
0,10 (<0,32) 25 20 50 200 370 150

*} mit Kuhlblech Al 3 X 4cm? X 1 mm

PNP-Silizium-Transistoren flir den Einsatz bei hohen oder stark schwankenden Temperaturen

Typ Kennwerte bei T; = 25°C Grenzwerte
: By Strom-ﬁi L5 WKo!lektor- 7besondere Kollektor- Kollektor- 7K6|lektor- Verlustleistung g SI)errschiéhE- :
verstarkung reststrom Kennwerte Basis- Emitter- strom bei T, = 45°¢ temperatur
bei bei Spannung Spannung
;:(_‘_.:E 1_msAV -Uce max.
Normal- Aus- J
;ll?srfriri]ﬁl(ﬁng T B -~ -lceo uA -UcgoV  -UceoV  -IcmA ?’l:::ur;vvng Jl’j:)rrur:ﬁNK ) LpoC s
£4§0 ocC ﬂK 10 .. .25 0,4 (< 2) = L 10 50 200 e 370 150 S
(&MO ng K 10...25 04 (<2 — 3 30 50 200 370 150 ;
9_0_4_45 OC 445 K 10.. .28 _0,4 (<_2)__ — __SL_ - 50 50 200 e 370 150
99 450 00774@ K 10.. .25 04 (< 2) = [ 50 200 370 150
QCV 460 0260 K 20...50 04 (<2 = . g 10 50 200 370 150
0707 463 OCﬂ K 50 (> 20) 04 (<2 fq >4 MHz 107 10 50 200 - 370 150 2
OC 465 OC 465 K 20 jO 04 (< ?) = 720 20 50 200 i 370 150
gﬁG 0C47667K 30 (>£0) = 0,4 (< 2) i% 8(<9) d,B,,1,0, 5 A0 50 200 370 150
07077 968 OC 468 K 607(7> 4Q)70,4 (<2 T 10 10 50 200 370 150
QC 469 OC 469 K" ) > 10™) 04 (< 2) Schalttrans. 32 32 el 2007 B 370 150
0C_47_0 Oﬂ_ K 20 - 70 04 (<2 i 30 30 50 200 370 150 L
OC 480 OC 480 K 10...25 04 (<2 — 125 125 50 200 370 150
*) mit Kihlblech Al 3 X 4cm? X 1 mm
**) B bei -lc = 20 mA, -Ugg = 0,35 V
Ge-Standard-Transistoren und Ge-Kleinleistungstransistoren und Kiihlschelle

PNP-Si-Transistoren in Normalausfihrung

Gewicht ca. 0,7 g
Metallgehduse

max.58 ¢

max0,5 #

Abmessungen in mm

PNP-Si-Transistoren Ausfiihrung K

Gewicht ca. 2,1 g
Metallgehause

s

o
fe
25

L 64
£0,05

min.37-—r— max.15,5 —»

max.05¢

Gewicht ca. 1,3 g

10
14 I
‘I-—IQ,S—] i
__j,-g
ﬁ i
—l3zle
fe-75 -+
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Ge-Dioden

Germanium-Fldchendioden

Typ Kennwerte bei T\, = 25°C Grenzwerte
DurchlaBstrom Sperrstrom Sperrschicht-  Warme- Sperr- Verlust- Sperrschicht-
lgapazitét widerstand spannung It;ei_stung temperatur
ei ei
Ug=5V Ty =45°C
f = 500 kHz
bei bei
: Ie mA UF_V R A UrV C pF Ry grd/mW UrV Piot mW T7:°C
FD 3 ¢ > 100 : 0,35 4Q 7(< 100) 20 (ig < 0,67 25 7745 75
FD 4 > 40 0.5 200 (<500) 12 35 < 0,67 15 45 75
FD 5 > 100 05 200 (<5000 12 35 < 0,67 15 45 75 T
ED,,G, >7 40 0,5 50 7(< 1007)7 L 20 Si . < 0,67 25 45 ; 75 o
FD 7 > 30 05 50 (<< 100) 50 35 < 0,67 60 45 75
Germanium-Golddraht-Diode fiir Schalteranwendungen
Typ Kennwerte bei T, = 25 °C Grenzwerte
DurchlaB- Sperrstrom Umschaltzeit Warme- Sperr- DurchlaB- Impuls- Verlust- Temperatur-
spannung bei beim widerstand spannung Gleichstrom DurchlaB- leistung bereich
bei Ty=25°C T, =60°C Ubergangvon strom ei
g = 30 mA I =5mA auf furt<1s Ty =25°C
Up =5V,
IR = 0,1 mA
€5 ), UV ) Ir uA B Ir uA ~ trps B be@rd/mw U,R \% I Ir mA JFM mA B Piot mW Ty°C
AAY 13 0,45(<0,54) 15 (<35) 50 0,5 <1 25 50 400 65 —65..+ 90

12



Si-Dioden

Silizium-Flachendioden

BAY 17 ...BAY 21 im Glasgehéuse. Diese Dioden sind auch als Diodenquartette lieferbar.
S 32...S 36 im Metallgehause

Typ Kennwerte bei T, = 25 °C Grenzwerte
DurchlaB- Sperrstrom ] Sperrscﬁicht-”wWérriné-r Sperr- Richtstrom Verlust- Sperrschicht-
strom kapazitat widerstand spannung in Einweg- leistung temperatur
bei bei schaltung bei
U =1V Ug =10V, ?it R-Last Ty =45°C
bt ei
f = 0,5 MHz T, = 45°C
bei
IF mA Ir uA UrV CpF  Rwu grd/n}\ﬁ UV lo mA ~ Piot mW Ti°C
BAY 17 > 100 0,01 (<01) 12 1,2 < 0,42%) 15 100%) 250%) 150
BAY 18 > 100 0,01 (< 0,1) 507 12 < 0,4?:) ) 67077 .« 190*)7 250™) 150
BAY 19 > 100 0,01 (< 0,1) 100 1,2 < 0,42%) 120 100%) 250%) 150
BAY 20 > 100 0,02 (< 0,1) 150 1,2 7< 0,42*) 180 100%) 250*) . 150
BAY 21 > 100 0,03 (< 01) 300 12 < 0429 350 100%) 250%) i I
s 32 > 20 003 (< 01) 12 10 < 042 15 80 250 150 i
S 33 > 20 0,03 (< 0,1) 50 10 < 0,42 60 80 250 150
VS734 > 20 0,03 (< 0,1) 100 10 < 0,42 110 80 250 150
S 35 > 20 0,03 (< 0,1) 160 10 < 0,42 160 80 250 150 =
S 36 > 20 0,03 (< 0,1) 320 10 < 0,42 350 80 250 150
*) Diese Werte gelten, wenn die AnschluBdréhte in 4 mm Abstand vom Gehé&use auf 45 °C gehalten werden.
Silizium-Mesa-Schaltdiode fiir schnelle Schalter
Typ Kennwerte bei T\; = 25 °C Grenzwerte
DurchlaB- Sperrstrom Umschaltzeit Warme- Sperr- DurchlaB- Impuls- Verlust- Temperatur-
spannung ei beim Uber- widerstand spannung Gleichstrom DurchlaB- leistung bereich
bei Upg =20V gang von strom bei
I = 10 mA T, . =25°C T, = 150°C |p = 10 mA auf furt<is Ty =25°C
Y Y Ug =6V
R ’
IR =1mA
UgV Ir NA Ir MA _ tyns e thu_gﬁd/r[]V!_URV - ____I_F mA ] Iem mA Piot mW Tu°C S
1N 914 <1 < 25 < 50 < 4 < 0,6 500 250 —65..+ 175
FD3... AAY 13 $3...8 836
BAY 17 . . . BAY 21
1 N 914

Gewicht ca. 0,35 g

Metallgehéduse

®

Gewicht ca. 0,22 g
Glasgehause

]

=
Katoden-
Kennzeichen

Gewicht ca. 0,65 g
Metallgeh&use

el
max.35¢
L—-b e
w_
w,
E] Katode
E V1 He
Kennzeichen
¥ o~
o o~
Q [
£ E
£ E

—lla
0359

s

Abmessungen in mm

!
=]

8 —=max.7 re—

e

o
(S
-3

3
2
x
N
~
-

in.37 =t 85 =

min31 |=

V[

Katoden -
Kennzeichen

max.58¢
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Si-Gleichrichter

Silizium-Hochspannungs-Fldchendioden

Typ Kennwerte und Grenzwerte bei T;; = 25 °C

DurchlaBstrom Sperrstrom Warme- Sperrspannung StoBspitzen- Richtstrom in Sperrschicht-

bei widerstand spannung Einwegschaltung temperatur

Ug =3V bei mit

t<1ms Widerstandslast
TLe,I=45 °c
bei

. odemA - A UpV - - RypgrdinW W o ¥ A 66 o
BAY S - B8 A 0. . -w4gR o A 8 o oE. ek s
BML . > <4 M- <o M50 - 0 gm0 . 0 1
giv 2 . o~oB 0 w1 3000 - %04 .00 . B000. ., o 80 . - S O P S
BAY 26 > 80 <, 8 3000 < 0,42 3000 4500 50 150
Diffundierte Silizium-Gleichrichter 1 A m
Typ Kenn- und Grenzwerte bei T\, = 25 °C

Nennsperr- Nennstrom in Einwegschaltung Sperrstrom StoBspitzen-  periodischer  Sperrschicht-

spannung mit Widerstandslast bei T, = 50 °c bei spannung Spitzenstrom  temperatur

(auch als ohne mit Kiihlblech bei max. Nennsperr- bei bei

Gleichspannung  Kiihiflache Al 10 X 10cm?  mogl. Warme- spannung t<ims 6<20°

zulassig) X 2 mm ableitung f>15Hz
e eVl L el . DB lpA Q¥ e B G :
BYyy 8 100 1 - - BR . 0 et o el N P e M0 e R
grves . o @ 0O Ao o cci@B L e W T T o R BT A cegt LT e
BYved- o9 . -t 000 A .. 4~ @8 B o R T
22 A ) .. b L BE L AL e 0 el e
BYY 92 1000 1 2,8 4 <. 5 2000 10 150

M
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Si-Gleichrichter

Silizium-Gleichrichter 0,6 und 1 A

Typ Kenn- und Grenzwerte bei T; = 25 °C
Nennsperr- Sperrstrom StoBspitzen- periodischer Nennstrom in Einwegschaltung Sbéf.fschicht- 2
spannung bei spannung Spitzenstrom mit Widerstandslast bei T;; = 50 °C temperatur
Nennsperr- bei bel e ohne mit Kihlblech bei max.
spannung t<1ms 0 <20 Kiihlflache Al10 X 10 cm? mégl. Wirme-
f>15 Hz X 2 mm ableitung
UrV Ir uA Urm V IFm A “u A LA InA 1%
LYY,,31 = 100 i <. 10 B 15Q 76 0,6 p o : — 717597
BYY 32 i 72Q0 < 10 30(_)_ 6 0_,6 - 5 = 159 5
BYY 33 £ 73070 5 <710 450 6 : 0,6 iR - 150
BYY 34 400 SalB o B0 6 S D o = 150 :
BYY 35 500 e R ™ L 06 T - 150 2
BYY 36 600 %18 900 8 06 - - 150
BYY 37 700 7< 10 i 1050 fey 6 0,6 i = 150 %
OY 5061*) : 100 =5 ; 150 10 1 2,8 4 1750 R
QY 5062*) 7 200 < 5 20300 A0 e e N 2.8 4 180 A e
OY 5063*) 300 <5 450 10 e 28 4 150
OY 5064*) 400 = /7777< 5 600 ¥ 10+ 1 2,8 =4 150
M@?) 7 500 77,,,,,< 5 750 R 107 7l 28 4 150
oy 506677‘) 600 <5 900 0 10 ] 2,87 4 1507 o
OY 5067*) 700 < 1050 10 Feghl 28 4 e
BYY 19*%) 1000 <5 1500 10 ) 2,8 4 150
*) Nicht fiir Neuentwicklungen bestimmt
Silizium-Netzgleichrichter 0,6 A fiir Einwegschaltungen mit Ladekondensator
Typ Kenn- und Grenzwerte
e Né}1n- Nennsperr- Sperrstrom StoBspitzen- periodischer Nenngleich- Lade- Schutz-
anschluB- spannung ei spannung Spitzenstrom strom bei Ein- kondensator  widerstand
spannung Nennlast bei bei wegschaltung
und t<1ms 6<20° u. Ladekonden-
Ty =50°C f>15Hz sator und
Ty =50°C
o Ve UrV Ir mA o G IFm A chgrhe o COLRR. o RS e
BY 103 240 800 =+1%) 1500 6 0,6 < 200 >5

")beiUR=800VundTi=25°C:|R<5,¢A

BAY 23. .. BAY 26
Gewicht ca. 0,3 g
Glasgehause

BY:Y:88 ... BYY 92
Gewicht ca. 6 g
Metallgehause

Metallgehduse

QY 5061 .. OY 5067, BYY 19
Gewicht ca. 55 g

@
™
H c %
- ¥ l
o
- =
0 5.0 £ 5 ¥ !
; 9N =] © —™{max.8¢=—
x oL C i =)
o s RSOy l
E K <] < 1
= X x o g = -
ﬂ max.2,7¢
@
™

05¢

Abmessungen in mm

min42,5

b,8¢:qaa

BYY 81:..BYY37 BY 103
Gewichtca. 2 g
Metallgehause

e

-

min. 90

7l

|=-max.135

—=max.85

Katode

0,8¢+00s
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Si-Gleichrichter

Silizium-Gleichrichter 2,5...45 A

Typ Kenn- und Grenzwerte

B Néhﬁétrom Nennsperr- StoBspitzen- periodische DurchlaB- periodischer  StoBstrom Umgebungs-
in Einweg- spannung spannung Spitzensperr- spannung Spitzenstrom  bei temperatur
schaltung mit bei spannung bei bei t<1ms
Wider- t <10 ms lg=3141, G <20°
standslast T 218 Hz

2 InA UrV UmV URm V ~ UrVv IFm A Iem A Ty °C

1S 2,5-100 2,5 100 80 150 18 25 40 o bt U§

IS 25-200 25 200 500 300 1,3 B 25 40 50

IS 2,5-400 25 400 800 600 1,3 25 40 50

_ISV 2,5- 800 2,5 800 1400 1200 1,3 25 40 50

1S 10 - 400 10 400 800 600 1,05 100 300 50

IS 10 - 600 10 600 1100 900 1,05 100 300 50

IS ”10 = 800 10 800 1400 1200 1,05 ) 100 300 50

IS 20-400 20 400 800 600 1,05 200 600 50

IS 20-600 20 600 1100 900 1,05 200 600 50 M

IS 20 - 800 20 800 1400 i2907 o 1,05 290 600 50 ‘ P

IS 45-400 457 400 800 600 105 450%) 1350 50

IS 45-600  45%) 600 1100 900 1,05 450) 1350 50

IS 45 - 800 45%) 800 1400 1200 1,05 450%) 1350 50

*) Bei forcierter Kithlung mit Luftgeschwindigkeit 6 m/s und max. 35 °C Zulufttemperatur ist der Nennstrom 100 A und der periodische Spitzenstrom 600 A.

IS 25-... 1S 10-... IS 20-... IS 45- ..

Gewicht ca. 35 g Gewicht ca. 140 g Gewicht ca. 350 g Gewicht ca. 850 g

mit Kthlkorper mit Kihlkorper mit Kuhlkdrper mit Kiuhlkérper

—53 81
¢ M4 1
A ] : Kagode
-IT i K ] " Katode
i g‘ ' Anode -Q
— SW17 ' 8
| [ MR i Anode
M4 ‘f,m : SW27 M6 T n),m 3
|

150"1—;24 T
—37 ——

6 o=

ca. 140

" |— 18—

16 Abmessungen in mm

100
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Si-Kapazitatsdioden

Silizium-Kapazitatsdioden fiir automatische Nachstimmschaltungen

Typ Kennwerte bei TU =25°C
Sperrschichtkapazitat Serienwiderstand Giutefaktor DurchlaB- Sperr- Durchbruch-
bei bei bei ei ei Spannung strom Spannung

Ug =2V Ugp =4V Ug = 10V Ug =2V Up =2V bei bei

lp =60mA Up =10V

bei bei bei bei bei
C pF ~ fMHz CpF fMHz CpF fMHz R;Q f MHz Q fMHz — UgV ~ IRnA UgV e
BA 110 10 (8...12) 30 83 30 63 30 1 30 540 30 <095 <50 > 30
BA 111 55 (45...65) 30 457 30 347 30 0,5 30 200 30 Z 005 < 100 > 90 %
BA 112 100 (80...120) 30 83 30 63 30 05 30 100 30 . <095 <200 >20 53
BA 123*) 2000 05 1500 05 -  — —  — 2000 0015 <09 <50 > 11

(1600 . . . 2400)

*) fur automatische Nachstimmschaltungen des Zeilenfrequenzoszillators in Fernsehgerdten

Silizium-Planar-Kapazitdtsdiode fir Modulatorschaltungen in Gleichspannungsverstarkern mit extrem hohem Eingangswiderstand

Typ Kennwerte bei TU = 20°C
S Sperrschicht- Steilheit Serien- Sperr- DurchlaB- Durchbruch-
kapazitat*) bei widerstand widerstand widerstand spannung
bei Ug =Ug=0 bei ei. bei
Ug=U=0 U =:0 Up = 20 mV Ug = 20 mV
‘ C pF . dC/du pF/V - Rs @ pe il _UR//R MQ ) Ue/le MQ ) Uz \
BAY 35 100 (80...120) 44 0,6 ' > 20.000 > 20.000 > 5

*) Die BAY 35 wird gepaart geliefert. Der Unterschied zwischen den beiden Kapazitatswerten eines Paares betrdgt max. 5 pF.

Silizium-Zenerdiode mit logarithmischer Sperrkennlinie
Die Sperr- bzw. Zenerkennlinie dieser Diode folgt im Bereich I, = 10 A bis Iz = 10-2 A der Beziehung Uy =y-loglz/xmitx =3- 10°A und y =08 V.

Typ Kennwerte bei T; = 25 °C Grenzwerte
Zener- Anderung der Abweichung Temperatur- DurchlaB- Verlust- Sperrschicht-
spannung Zenerspannung von der koeffizient strom leistung temperatur
bei bei Stromanderung logarithm. der bei bei
I; =1mA 1:10 im Bereich Kennlinie Zenerspannung U =1V TU = 45°C
l;=107..10°A bei
I; = 10 mA
: uz;Vv \Y) mV TKU 10"‘/grd ] ] Vlg:imA - ) ) Piot mW T; 90
SIL 1 43...45 07..-09 < % 50 — 2 250 (> 150) 250 150
BA 110 . . . BA 112, BA 123 SiL 1
BAY 35
Gewicht ca. 0,22 g Gewicht ca.2 g Gewicht ca. 0,65 g
Glasgehause Metallgehduse Metallgehduse
s
[
3 L8 @
| £y 22 e
R o Cc
I £ i . WL
Ly g g | —r i3
E 22 5 7 max.6¢ g &
T max.27¢ € ¥ o =" w, 56
— 4 E g é | o o
3 1 E -
i =, o
l H ? ‘E g '\I___]]' max.58 ¢
E
054 Katode f
| e —
0.8¢+00s 045¢

Abmessungen in mm 17



Zenerdioden

Silizium-Zenerdioden im Glasgehduse
Typenreihe ZG Zenerspannungen nach der internationalen Reihe E 12 gestuft. Typenreihe ZF Zenerspannungen nach der internationalen Reihe E 24 gestuft.
Alle Zenerdioden sind mit engeren Toleranzen der Zenerspannung lieferbar. Sperrschichttemperatur: Ti = max. 150 °C.

Typ Kennwerte bei T; = 25°C Grenzwerte **)
e Zenieri-r dynar}17is;er Temperatur-w DurchlaB- E Sperr- Zener- 7 Eénér- VVerIustIeistung

spannung differentieller koeffizient strom spannung strom strom ei bei

bei Wi'derstand der Zener- bei bei bei bei Tu =25°C TU = 45°C

I; =5mA bei spannung Up =1V Ig =14uA Ty=25°C Ty =45°C

IZ =5mA bei
IZ = 5mA

i uzv rzQ TKuy 10%/grd Ir mA UrV Iz mA ~ IzmA Pot MW Piot mW
2G 1% 065...075 65 (< 8 — 28,.— 28 250 (> 150) . — 320 260 400 330
2G 27 94, .31 700 00y =0..~5B 250 (> 150) — 109 Kz 400 330
2G 33 29...87 i - =9..—4 250 (> 150) i 7 400 330
2G 3,9 35...43 WIS =78 250 (> 150) — i e 63 400 B
2G47  41...52  65(<9) —6..0 250 (> 150) — 63 53 400 330
2656 50...63  85(<75) —3..+4 250 (> 150) > 1 55 46 400 330
2668  61...75  4(<8) =17 250 (> 150) > 2 47 40 400 0 B0
2682  73..92 4(<D  ¥2.47 250 (> 150) > 35 38 B 400 g
z610  88...110 7 (< 15 $&5., %3 250 (> 150) > 5 31 26 400 330
ZG12  107...134 14(<830)  +6..+9 250 (> 150) > 7 25 21 400 330
ZG 15 130...165 20 (< 55) +7 A0 250 (> 150) > 10 21 AR 400 330
2G 18 160...200 20 (< 55) +8..+95 250 (> 150) > 10 17 14,5 400 330
2G 22 196...244 20 (< 55) +8..+10 250 (> 150) > 12 14 12 400 330
G 27 241...300 30 (< 100) +8..+10 250 (> 150) > 14 105 400 g 14
2633  296...365 80 (< 100) +8..+10 250 (> 150) > 17 85 73 400 330
Zrar  25..28 70 (< 80) -9..—~5 25O (> 150) -~ 117 99 400 330
Ps. . facap. WERE  —9.-4 250 (> 150) — 102 8 400 330
o3 81...95 2 W<  ~8.—4 250 (> 150) — 91 77 400 330
ZF36  34...38 70 (< 80) B8 BO A - 84 T s 400 AEg C
ZF 39 §r .4 WL o —Tuaeb 250 (> 150) — 77 B 400 330
ZF 43 40...46 50 (< 75) o By e B 250 (> 150)  — 69 58 400 330
ZF47  44...50 40 (< 70) o Byt 9850 (> 150) | = 65 55 400 330
ZF 5,1 48...54 30 (<60)  —5..+3 250 (> 150) 61 e 400 80 .
ZF56  53...60 10(<4) ~-3..+4 250 (> 180) > 1 58 49 400 330
ZF62  58...66 48 (<10 —2..+8  250{>150) > 1 + 58 45 400 330
ZF 68  64...72 5 (€8 =1..%T 250 (> 150) > 2 48 41 400 330
SETE - 178 AN 4297 250 (> 150) > 2 44 87 400 330
ZFs2  77...87 45(< 7)) +8..+7 250 (> 150) > 35 39 K 400 330
ZF91  85...96 48 (< 10)  +4..+8 250 (> 150) > 35 36 30 400 sen
ZF10  94...106 52 < 15) .. +8 250 (> 150) > 5 e 28 400 330
ZF11 104...116 6(<20)  +5..+9 250 (> 150) > 5 30 5. 400 =0
R - - TaoER 7 A +6..+9 250 (> 150) > 7 g7 s am - B
grE 0 15U Bl ¥ 7..+8 250 (> 150) > 7 4. . . 205 400 330
ZF15  138...155 11 (<30)  +7..+9 250 (> 150) > 10 225 19 400 sy,
ZF 16 153...170 13 (< 40) +8..+95 250 (> 150) > 10 20 Az 400 330
ZF 18 168...190 18 (<55  +8..+95 250 (> 150) > 10 18 15 400 330
ZF20  188...210 20 (<55  +8..+10 250 (> 150) > 10 165 14 0 g0
ZF22  208...230 25(< 55  +8..+10 250 (> 150) > 12 15 . 1ZE 400 330
ZF 24 228...256 28 (< 8)  +8..+10 250 (> 150) > 12 13 1 400 330
ZF27  254...286 30 (<80)  +8..+10 250 (> 150) > 14 12 10 400 880
ZF30  284...316 35(<80)  +8..+10 250 (> 150) > 14 105 9 400 330
ZF33  313...345 40 (< 80) +8..+10 250 (> 180) > 17 95 8 400 330

*) Die ZG 1 ist eine in DurchlaBrichtung betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index ,F“ anstatt ,Z" zu setzen. Der durch
einen Ring gekennzeichnete AnschluB ist mit dem Minuspol zu verbinden.

**) Diese Werte gelten, wenn die AnschluBdrahte in 4 mm Abstand vom Gehéause auf 25 bzw. 45 °C gehalten werden.
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Zenerdioden

Silizium-Zenerdioden im Metallgehduse
Alle Zenerdioden sind mit engeren Toleranzen der Zenerspannung lieferbar.

Typ

Normal- Aus-
faﬁuhsr-ung {(iihrung
21 21 KY
53{ Z3 K
za zaxk
Z5 Z5K
ze Z6K
Z7 Z7K
278” Z8 7K ’
Z10 - Z10K
4 1% Z12 K
Zr ']5 ) Z 15 K
in Tz

z2 z2K

Kennwerte bei T; = 25°C

18K

Zener- d;lnémisoher Temperatur-
spannung differentieller koeffizient
bei Widerstand der Zener-
l; =5mA bei spannung
l; = 5mA bei
I, = 5mA
TKy
UzVv Ze . @ 10"/g£d
. 085...075 B35 [£8 - 26.—23
8..:4 757(< 109)7—753 s —"4
ol BEASE0) —8.— 2
8.:.6 35 (< 75) —3.+4
B osu ¥ 4(<8 —1.+686
Forll 3 (< 8) +2.47
Biasl 4T AT
Bi: Tl FiE18 . +8.%8

 10,8...136 14 (< 30) +6.+09
134...165 25 (< 55) +7.+9

VV‘VV:VVV\/

Grenzwerte

‘DurchlaB-

strom
bei
Up =1V

158

150
150

150

150
150

16,2...200 40 (< 80) +8.+95 > 150

19,6...245 55 (< 100) +8..+10 > 150

Sperrstrom Zenerstrom Verlustlefstung "Sperr-
ei bei ei schicht-
Ug =1V Ty =45°C Ty=45°C temperatur
Normal- Ausfiihrung Normal- Ausfithrung
ausfiihrung K *¥) ausfiihrung K **)
_ IrpA Iz mA Prot MW _ ProymW _ T; °C
- 200 250 850 . 180
o 0,8 7775077 o 250 350 1 50
_Bos . . ag 250 850 180
0,02 (<0,1) 35 250 350 150
0,02 (<0,1) 33 I’ 2?0 350 : 150 ;
0,02 (<0,1) 28 250 350 150
0,02 (<0,1) 25 250 ) 350 150
0,02 (<0,1) 20 250 350 1500 8
0,02 (<7g17)7 16 - 22,5 250 350 150 i
i 0,02 (<ﬂ) 13,5 71%57 250 350 150
0,02 (<0,1) 11 250 350 180 o
0,02 (<0,1) 9 250 350 150

*) Bei der Z 1 (K) ist der als Katode gekennzeichnete AnschluB mit dem Minuspol der Versorgu__ngsspannung zu verbinden.
**) mit Kihlblech Al 3 X 4 cm? X 1 mm

Silizium-Stabilisatordiode
fiir Stabilisierung und Begrenzung bei kleinem Leistungsbedarf, insbesondere zur Stabilisierung und Begrenzung der Basis-Emitter-Spannung in Transistor-

schaltungen

Typ Kennwerte bei Ty =25 °C Grenzwerte
Stabilisierungs- dynam. different. Temperatur- Stabilisierungsstrom Spefrischic;u: R
spannung Widerstand Koeff. der TU = 25°C bei TU = 45°C bei TU =70°C temperatur
bei I, = 5mA bei 1, = 5mA Stab.-Spannung
bei l; = 5 mA
7 r;Q TKy10*/grd ~ IzmA IzmA Iz mA T; °C
Z 1,5%) 1.85....1,55 13 (< 20) —26...—23 33 25 150
*} Der als Katode gekennzeichnete AnschluB ist mit dem Minuspol der Versorgungsspannung zu verbinden.
ZG 1....ZG 33 Z 1,5 2022 Z1K....Z22K Kuhlschelle

ZF 2T :...ZF 33

Gewicht ca. 0,22 g
Glasgehause

Katoden—
Kennzeicher

max.27¢

i

Katode

059

Abmessungen in mm

Gewicht ca. 0,65 g
Metallgehduse

Normalausfiihrung
Gewicht ca. 0,65 g

Metallgehduse

22 s 22 S
max5¢ 15 max.5¢ | <
el 2 -~ g
o N % N
b o & ', o c
w Do ° s
@ =X b X x
AT .
S max. 584 Se max. 589
e )
SE T
E }
0,45¢ *—"__ [

Ausfihrung K
Gewicht ca. 2 g
Metallgehduse

o

T
=
-2
Katoden -
Kennzeichen

min37
min.31

.;H

(=]
S
(5]
S

.

!

Gewicht ca. 1,3 g
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Zenerdioden

Silizium-Leistungszenerdioden

Zenerspannungen gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (5-°/0-Reihe)
Alle Zenerdioden sind mit engeren Toleranzen der Zenerspannung lieferbar.

Sperr-
schicht-
temperatur

Typ Kennwerte bei T\, = 25°C Grenzwerte
Zenﬁe‘r-ﬂ dynamischer Temperatur- Zenerstrom Irjurchlarrir— Sbérr- P VWéirme- max.
L i Wiotan . - dozhieine . Mespunks bpL et e
S0 bei bei Up=1V g = 1wA Ty = 45°C
1Z mess 17 mess
TKy 17 mess
uzVv rz Q 10*4/grd mA H/,:AA UrV Rinu gﬁrd/!V 7/2&
D 39 BT .ol 35 (< 7) = 7 el Hrd <85 Pl
ZD 43 60 .48 EEET S P B i 1 Or bgy = < 95 210
ZD 47 & . 80 sl S e kA ina 1> 02 < 95 180
zD 5.1 48 .64 L& - —B... %8 100 1 (og — < 95 -
ZD 56 53 ...60  1(<2) =B, 48 100 1508 15 £ 160
2D 62 58 ...66 169 —A:.%& {00 1(>02 >15 < 95 145
D 68 64 .78 127 0...+7 100 1 (08 2 <95 130
zD 75 71 .78 . 1(£9 - O,..%+7 100 1(>02 >2 <95 120
D 82 % .88 1L +2...4+47 100 1(>02 >35 < 95 110
D 9,1 85 ...96 2 (< 4) +2...+8 5  1(>02 > 35 <95 100
zZp10 94 ...106 2 (< 4 +4...+8 50 1(>02 >5 < 95 90
D 11 104...116 4 (<7) +4...+8 50 1(>02 >5 e e
D 12 NA... 127 4 ED +4...+8 . 50 102 >7 < 95 75
D 13 125...140 6(< 1)  +4...+8 50 108 7 < 95 67
ZD 15 138...158 6 (< 11) +5...+9 50 1(>02 >10 < 95 60
D 16 153...170 6 (< 15) +5...+9 25 108 > < 95 56
D 18 168...190 6 (< 15) +5,..49 25 1(>02 >10 <95 53
zZpD20  188...210 6 (< 15) +5...+9 25 i > < 95 48
zp 22 208...230 6(<15)  +5...+9 25 1 (> 08 > 12 <95 4
ZD 24 228...256 7 (< 15) +5...+9 25 {(@0g P> - <5 40
zp 27 254...286 7 (< 15) T T T T
200 284...316 8(<15)  +5..+9 25 1 (5 figr - < 95 31
zZD33  313...35 8 (< 15) +5...+9 25 1.(>08 >1 < 95 i
ZD 36 34 ...38 21 (< 40) +6...+10 10 1. 0g> B < 95 26
zD 39 37 .41 21 (< 40) +6...+10 10 Bea < 95 24
ZD 43 40 ...46 24 (< 45) +6...+10 10 1(>02 >20 < 95 22
zp 47 44 ...50 24(< 45  48...410 10 1 (=08 S8 K 20
ZD 51 48 ...54 25 (< 60) +8...+10 10 10062 >m < 95 18
ZD 56 53 ...60 25 (< 60) +9...410 10 1(>02 >28 < 95 16,5
D 62 58 ...66 25 (< 80) +9...+10 10  1(>02 >28 < 95 R
ZD 68 B s TR 25 (< 80) +9...+10 10  1(>02 >3 <9 13
D 75 71 .79 80(<100) +9...+10 10  1(>02 >3 <095 12
e 77 .3 30 (< 100) +9...+10 10  1(>02 >4 <095 11
2D 91 85 ...9 60 (< 2000 +9...+10 5  1(>02 > 4 <9 10
D 100 94 ...106 60 (< 200) +9...+10 5  1(>02) > 50 < 95 9
ZD 110 104...116 80 (< 250) +9...+11 5 1 OF o) > 5 < 95 8,2
ZD 120 114 ...127 80 (< 250) +9...+11 5 1(>02 >80 < 95 75
ZD 130 125...140 110 (< 300) +9...+11 5 1(>02 > 60 < 95 6.7
ZD150 138 ...155 110 (< 300) +9...+11 5 1(>02 >75 <95 6
ZD 160 153 ...170 150 (< 350) +9...+11 5  1(>02 > 75 < 95 56
D 180 168 ...190 150 (< 350) +10..+11 5 1(>02 > 9 < 95 53
D 200 188 ...210 150 (< 350) +10..+11 5 1.(> 02 =00 < 95 48
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Zenerdioden

Silizium-Leistungszenerdioden

Zenerspannungen gestuft nach der internationalen Reihe E 12 (10-%0-Reihe)

Alle Zenerdioden sind mit engeren Toleranzen der Zenerspannung lieferbar.

Typ Kennwerte bei T;; = 25°C Grenzwerte

Zener- dynamischer Temperatur- Zenerstrom DurchIaB-i ; Sperr- Warme- Zenerstrom 73;7);;- .

spannung differentieller koeffizient im strom spannung Widerstand bei schicht-

bei Widerstand der Zenerspng. MeBpunkt bei Up =1V ei Ty =45°C temperatur

lessie bei ei g =1uA

IZmess lZmess
TKu Zmess

uzv rz @ 10/grd mA I A UrV Riu grd/W Iz mA T; ?C,,
ZM 3,9 85 ...48 8t 1) =Tt 1 108 -~ < 95 240 e
ZM 4,7 41 ...52 2{£ 8 ~ 8,04 00 0 108~ < 85 180 150
ZM 56 50 .. B2 1(<2) — Bes 8 100 108 =15 < 85 155 150
ZM 6,8 80 ...75 1(=£8) B 7. 100 ey =8 =95 130 150
ZM 8,2 78, .5.92 9. {5 D) +2...+7 100 102 . > 85 % 95 110 150
ZM 10 88 ...11.0 2 (< 4) +4...,+8 50 1 (> 02) > 5 <. 95 90 150
ZM 12 10,7...13,4 4 (< 7) + B oF 8 50 1 (> 02) = 7 < 95 75 150
Zm 15 18.0...1858 8 (<11 +8...+9 50 1(>02 >10 < 95 60 150
ZM 18 16,0...20,0 6 (< 15) 2t Boaik 9 25 1 (> 02 > 10 < 95 53 150
ZM 22 : 196...24,4 6/ (= '15) 8% e ok 1O 25 1 (> 02 > 12 < 195 44 150
Zl\ll?? 241...30,0 7 (< 15) 8 autS 25 1 (> 02) > 14 < 95 35 150
ZM 33 298 ..,085 - B.(< 1) 8. kG 8 108 >I7 < 95 28 150
ZJ!LSQ 35,0...435 21 (< 40) T (e 10 710 1 (> 02) > 20 < 95 24 150
ZM 47 42,0...52,0 24 (< 45) +8...+10 10 1> 02 > 24 < 95 20 150
ZM 56 50 ...62 25 (< 60) +9...+10 10 1 (> 02 > 28 < 95 16,5 150
ZM 68 60 ...75 25 (< 80) bt I oo (0] 10 1 (> 02) > 34 = 956 13 150
ZM 82 78 ...92 30 (< 100) 950k 10 1 (> 02 = & < 95 10 150
7Zf|\rll”100 88 ...110 60 (< ZQO) kL S ) 5 1 (>-0,2) > 50 < 95 8 159
ZM 120 107 ...134 80 (<< 250) R 5 1 (> 02) > 60 < 95 7.8 150
ZM 150 130...165 T P800 4B k1 B i>88 > < 65 6 150
ZM 180 160 ... 200 150 (<< 350) A= 105 . = 171 5 1 (> 02 > 90 < 95 5,3 150
ZM 39 ... 2ZM 180, ZD 3,9 . . . ZD 200
Gewicht ca.2 g
Metallgehduse
.
‘ : __I{‘muxz
St
T | .max.6¢
E g x |

P 8
|

Katode

| e
0.8¢+o0s

Abmessungen in mm
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Zenerdioden

Silizium-Leistungszenerdioden

Zenerspannungen gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (5-°/0-Reihe)

Alle Zenerdioden sind mit engeren Toleranzen der Zenerspannung lieferbar.

Typ Kennwerte bei T; = 25°C Grenzwerte

Zener- dynamischer Temp.ikroeff. Zener- ) DurchlaB- S "Sperr- Warme- maxr. Zenerstrom Sperr- i

ksjpe);cmnung e\;ii‘?éssr:;lﬁger lc)iéiZenerspng. is:[;'om ts)teriom Eg?nnung widerstand pgj TU =45 09 ?grr‘niggtr-atur

1Z mess IbZeimess L2 mess MeBpunkt Ug =1V Ig = 1A %ﬁﬂ?mech *)mlt

TKy Izmess Rinc
7U27V ] rz Q ) 10/grd mA Ir A e, Ur V Vglfd/W Iz mA Iz mA T; °C

X 39 BT o) 38 (< 7) TR 16 (> 028 = <5 280 2100 150
ZX43 40 ...46 38 (<7 MIEETIEE T Y <5 240 1750 150
ZX 47 44 .50 2(<5 = —7...+4 100 15 (> 025) — <5 210 1500 150
ZX 5,1 48 ...54 2 (<5) —6...+5 100 15 (> 025 — <5 190 1430 150
ZX 56 53 ...60 1(<2) —3...+5 100 15 (> 025 >15 <5 180 1350 150
ZX 62 58 ...66  1(<2) —1...+6 100 15(>02) >15 <5 160 1250 150
ZXx 638 64 .72  1(<2  0...+7 100 15(>025) >2 <5 150 1150 150
s - T LR - 1428 ~ 0...+7 100 15(>02) >2 <5 140 1060 0L E
e 17 .88 15 +2...+7 100 15 (> 025 >35 <5 130 980 150
zZXx91 85 ...96 2(<4  +2...+8 50 15 (> 025 >35 <5 117 890 150
ZX 10 94 ...106 2 (<4 +4...+8 50 15(>025) >5 <5 105 800 150
zx 11 104...116 4 (<7) +4...+8 50 15(>025 >5 <5 9 710 150
ZX12  114...127  4(<7)  +4...+8 50 15(>025) >7 <5 8 620 150
ZX13  125...140 6 (< 11) +4...+8 50 15 (>02) >7 <5 78 560 150
zZx15  138...158 6 (<11)  +5...+9 50 15 (> 025 >10 <5 71 500 18507
ZXx16  153...170 6(<15)  +5...+9 25 15(>025) >10 <5 65 465 150
Zx18  168...190 6(<15)  +5...+9 25 15 (>025 >10 <5 60 430 150
ZXx20  188...210 6 (< 15) +5...+9 25  15(>025 >10 <5 55 400 150
ZX22  208...230 6(<15)  +5...+9 25 16 (>025 >12 <5 50 375 180 -
ZXx24  228...256 7(<15)  +5...+9 25 WS 0s- >12 <5 45 25 150
ZX27  254...286 7 (< 18) +5...+49 25  15(>025 >14 <5 40 320 150
ZX 30 284...316 8 (< 15) +5...+9 25 1508 ->1% <5 8 g0 L 10 .
X 33 B13...85  BI(E15) +5...+9 25 15(>02) >17 <5 33 260 W o
X . 34 .88 . #<4a) +6..+10 10 15 (> 025 >17 <5 30 235 150
fxm - o1 ...% 21 (< 40) +6..+10 10 156 (>025) >20 <5 28 210 150
ZX43 40 ...46 24 (<45  +6..+10 10 1S >028. > <6 g5 . W 10 I
ZX 47 44 ...50 24 (< 45) +8..4+10 . 10 18 (>0 B2 L5 % i7s 150
ZX51 48 ...54 25 (< 60) +8..+10 10 16 (> 085 8 =8 20 R
ZX56 53 ...60 25 (<60  +9..+10 10 15(>025) >28 <5 185 150 150
Zx62 58 ...66 25 (< 80) +9..+10 10 15(> 028 B <8 1 1@ 150
ZX68 64 ...72 25 (< 80) +9..+10 10  15(>025) >3 <5 155 125 150
zZXx75 71 .79 30 (<100) +9..+10 10 15(>025 >34 <5 14 s
ZKE2 o 77 .68 30 (<1000 +9..+10 10 15(>025) >4 <5 125 100 150
X 91 85 ...96 60 (<2000 +9..+10 5 15(>025 >4 <5 115 9 150
ZX100 94 ...106 60 (<200) +9..+10 5 15 (>02) >5 <5 105 8 150
ZX 110 104 ...116 80 (<250) +9..+11 5 15 (>025 >5 <5 95 77 150
ZX120 114 ...127 80 (<250) +9..+11 5 1B(>08 >e <85 38 oM 150
ZX130  125...140 110 (< 300) +9..-+11 5 15(>025 >60 <5 78 63 150
ZX 150 138 ...155 110 (<300 +9..+11 5  15(>025 >75 <5 7,0 56 60 3
ZX160 153 ...170 150 (< 350) +9..+11 5 15(>025) >75 <5 63 51 0  S
ZX 180 168 ...190 150 (< 350) +10..+11 5 16 (>025 >90 <5 57 46 150
ZX 200 188 ...210 150 (< 350) +10..+11 5 15 (> 025 >9 <5 52 42 150

*) Kihlblech Al 10 X 10 cm? X 2 mm
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Zenerdioden

Silizium-Leistungszenerdioden

Zenerspannungen gestuft nach der internationalen Reihe E 12 (10-%0-Reihe)

Alle Zenerdioden sind mit engeren Toleranzen der Zenerspannung lieferbar.

Typ Kennwerte bei T|; = 25°C Grenzwerte
) Zener- dynamischer Temperatur- Zener- DurchlaB- Sperr- ' Waéarme- Zenersirbm i Sperr-

spannung differentieller koeffizient strom strom spannung wider- bei TU = 45°0C schicht-

bei Widerstand der Zenerspg. im bei bei stand ohne mit tem-

l7 mess bei bei MeBpunkt Up =1V lg =1 uA Kiihlblech ***) peratur

Iz mess 17 mess
TKy 17 mess Rinc
= Uz v oz Q 10#/grd mA  [FA UrYV  grd/W  IzmA Iz mA T; °C
ZL 1%) 0,7 ...085 1 (<7 2) —40..—25 100 1,5 (> 0,25) - <5 1000 3200 150 :
ZL 5 5 ...6 717(7< 2) —~ 3..+5 100 1,5 (> 0,25) ) < 5 200 1400 150
ZL 6 6 7 A (< 2) - 0..+5 100 1,5 (> 0,25) ) - C 5 170 1250 150
ZL 7 4 - (< 2 i 100 15 (> 025 *9 <5 145 1100 150
ZL 8 8 ..9 1(< 2) +4..+7 100 1,5 (> 0,25) **) <5 135 1000 150
7L 39 35 ...43  38(<7) —7..42 100 15088 - <5 280 2100 150
ZL 4,7 41 ...62 2 (< 5) = B il 100 1,5 (> 0,25) = <5 210 1500 150
ZL 56 50 ...62  1(<2) = 8,8 100  15(>025) >15 <5 180 1350 150
ZL 6,8 60 ...75 1 (< 2 0..+7 100 1,5 (> 0,25) > 2 <5 150 1150 150
ZL 8,2 78 .«.92  1{< 2) e B, o T 100 1,5 (> 0,25) 2> 88 ] < B 130 980 150
ZL 10 8,87...11,0 2 (< 4) +4..+8 50 1,5 (> 0,25) >5 €5 105 800 150
ZL 12 - 10,7...13/4 4 (< 7) bl 8 50 1,5 (> 0,25) > T <5 86 620 150
ZL 15 13,0...165 6 (< 11) +=5..4+9 50 "17,75”(270;25) > 10 < 5 71 500 150
ZL 18 16,0...20,0 6 (<f 15) +:Bl.. 9 25 1,5 (> 0,25) > 10 <5 60 430 150
ZL22  196...244 6 (< 15) +5..+9 25 15(>025 >12 <5 5 35 150
ZL 27 24,1...30,0 777(7< 1)  +5..4+9 25 1,5 (> 0,25) > 14 <5 40 320 150
zL 33 206...365 8(<15  +5..+9 25  15(>025 >17 <5 33 260 150
£39 350...435 21 (< 40) +6..4+10 10 1,5 (> 0,25) > 20 < 5 28 210 150
ZL 47 420...520 24 (< 45) +8..+10 10 156(>025 >28 <5 2 175 150
ZLEG 50 ...62 25 (< 60) +9..+10 10 1,5 (> 0,25) > 28 777< 5 18,5 150 150 R
ZL 68 60 ...78 25 (< 80) +3..410 10 1,5 (> 025) > 34 B <5 155 125 7150
ZL 82 73 ...92 30 (< 100) 9.0 10 1,5 (> 0,25) >4 <5 12,5 100 150
EL 100 88 ...110 60 (< 1200) +9..+10 5 1,5 (> 0,25) > 50 { 5 710,57 85 150 .
ZL 120 107 ...134 80 (<‘ 250) +9..+ 11 5 1,5 (> 0,25) > 60 <5 8,6 70 150
ZL150 130 ...165 110 (< 300) +9..+11 5  15(>025 >75 <5 7 58 150
iL 180 160 ... 200 150 (< 350) +10.. + 11 5 1,5 (> 0,25) > 90 <5 5,7 46 150
*} Die ZL 1 ist eine in DurchlaBrichtung betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index ,F“ anstatt ,Z“ zu setzen. Der als

Katode bezeichnete AnschluB ist mit dem Minuspol zu verbinden.

**) 1 < 0,1 A bei Ug =1V
***) Kiihlblech Al 10 X 10 cm? X 2 mm

ZX 3,9...2ZX 200, ZL 1
Gewicht ca. 5,5 g
Metallgehduse

...ZL 180

10015

max.29

089008

Abmessungen in mm
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Si-Referenzelemente

Silizium-Referenzelemente zur Erzeugung hochkonstanter Referenzspannungen

Typ Kenn- und Grenzwerte
Referenz- Betriebs- Temperaturkoeffizient in\)éfse 7dmmischer Verlust-
spannung strom der Referenzspannung Abbruch- differentieller Widerstand leistung
bei T, =0..100°C spannung bei
bezogen auf 25 °C Ty =100°C
bei bei bei
UzVv Iz mA TKy 10°%/grd Iz mA Uab V rz Q ~IzmA Ptot mW
BZY 22 84 + 04 5 + 05 < =% 107 5 & 0,5 7> 10 15 (< 25) 5 60
BZY 23 84 * 04 B & 05 S %6 5+ 05 > 10 15 (< 25) 5 60
BZY 24 84 04 5*05 L ke 5t 05 > 10 15 (= 28) 8 60
BZY 25 84 *+ 0,4 5 + 05 - 5 i, 0,5 > 10 15 (< 25) 5 60 -
BZY 70 81 + 04 100 + <+2 100 * 5 > 10 15 (< 6) 100 1000 3
BZY 71 81 + 0,2 100 * 5 = & 100 = 5 > 10 1,5 (< 6) 100 1000
BZY 22 . .. BZY 25 Befestigungsschelle BZY 70 und BZY 71
Gewicht ca. 6,7 g Gewicht ca. 1,1g Gewicht ca. 25 g
Metallgehduse *) Metallgehéuse
'— 12,7 —‘
e -
.
(=]
— ) *ia,s._
7
18,5 L
' 32l
1 1 v
E l 08¢ -H—
*) Auf besonderen Wunsch werden die Referenzelemente BZY 22 ...BZY 25

mit Steckstiften fir eine keramische Steckfassung geliefert.

24 Abmessungen in mm




Si-Referenzverstarker

PNP-Silizium-Referenzverstéarker mit PNP-Transistoren fiir hochwertige Stabilisierungsschaltungen

Typ Kennwerte bei TU = Qe 10006 Grenzwerte bei TU = 100 °C
Vergleichs- Temp.-Koéff. optimaler opt?maler Basisstrom Kollektor- Kollektor- Zenerstrom
spannung d. Vergleichssp. Zenerstrom Kollektor- bei Emitter- strom
bei strom -lc = 0,25 mA Spannung
IZ=5mA -UCE=3V
-lc = 0,25 mA
Ug =3V
_ UszVv. TKez10%/grd  IzmA ~lc mA “IsuA <z ¥ ~lc mA zmA
IDi27 83...98 B 77<72 ) 5 0,257 < 125 730 3 20 E
TD 3 8,3...9_,8 ___< 3 - 5 0,25 ) <% 125 30 3 L 20
TD 5 83...98 < 5 5 0,25 < 125 30 3 20
NPN-Silizium-Referenzverstarker mit NPN-Epitaxie-Planar-Transistoren fiir hochwertige Stabilisierungsschaltungen
Typ Kennwerte bei T;; = 0...100°C Grenzwerte bei T; = 100 °C
i, Vergleicﬁs; Temp.-Koeff. optimaler optimaler Basisstrom Kollektor- Kollektor- Zenerstrom
spannung d. Vergleichssp. Zenerstrom Kollektor- bei Emitter- strom
bei strom lc = 0,25 mA Spannung
IZ =5 mA UCE =3V
Ic = 0,25 mA
Ugg =8V
Upz V, TKpz 10'5/grd Iz mA ) Ic mA Is uA UceV - 7Ic7£nA Iz TA,
ID 12 3,3 9,8 <72 5 ) 0,2577 o £ 25 - 3077 - 3 ) 20
ID, 13 %3 9,8 7<ﬁ 3 5 0,25 - < 2,5 30 - 3 20
TD 15 8,3 9,8 < 5 5 0,25 < 25 30 3 20
Si-Referenz- Befestigungs- Anwendungsbeispiele fir Referenzverstérker
verstarker schelle
Gewicht ca. 10 g Gewicht ca.1,1g TD 2, TD 3, TD 5 TD 12, TD 13, TD 15
Metallgehduse
12,7 B 3 i 3
2x2,
=15
[} Referenz- Referenz-
2t - verstdrker verstdrker
S T
‘T" 35 p- llc
T T Ue Ua Ue
. P
—ol32k
A 27
€ __|loss R
1 357
+0o o+ ~0-

Abmessungen in mm

R, - Ry : (Ry + Ry) sollte 1 kQ nicht Gbersteigen.
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Si-Vierschichtdioden

PNPN-Silizium-Vierschichtdioden fiir Kippstufen, Zahlschaltungen und elektronische Schalter
Alle Typen sind auch in MIL-Ausfiihrung lieferbar.

Typ Kennwerte bei T;; = 25°C Grenzwerte
3 - &:alt- - Haltestrom Schaltstrom Sperrstrom differentieller gemeinsame zulassiger max. L
spannung ei DurchlaBwiderstand Kenn- und Dauer- Impulsstrom
0,75 - Us Grenzwerte gleichstrom
aller Typen
e B Us Vv - ’hE‘A Is nA Ir uA re Q@ ] bei [ A Ie mA Iem A -
4 E20-8 20 *+ 4 1...15 < 125 < 15 <03 5 150 10%)
4 E 20-28 20 £ 4 14 ...45 < 125 < 15 & 0,3 5 150 10%)
4 E30-8 30 i74 1::.18 < 125 < 15 < 03 5 150 10%)
4 E 30-28 30 +4  14...45 <125 <15 <03 5 apen- e N 10%)
4E40-8 40 + 4 1...15 < 125 < 15 <03 5 e 150 10%)
4 E 40-28 40 * 4 14...45 < 125 < 15 < 0,3 5 ] 150 10%)
inverse Abbruch-
4 E50-8 50 £ 4 1...15 < 125 < 15 < 0,3 5 spannung 150 10%)
4 E 50-28 50 + 4 14...45 < 125 < 15 <03 5 Uap > 0.6 - U] 150 10%)
lLE 100 -8 ] 71007i7 10 1...15 < 125 < 15 ] < 0,3 5 150 10%)
4 E 100-28 100 + 10 14...45 < 125 < 15 <03 5 Schaltzslten. 4509 10%)
(schaltungsabhéngig)
4 E200-8 200 i;ZO 1...15 < 125 < 15 < 03 5 tn, =003...02u4s 150 10%)
4 E 200-28 200 = 20 14...45 < 125 < 15 7< 0,3 5 ty=5..10us 150 10%) =
4J5-5 50 %5 1...10 < 250 < 35 <03 5 zul. Umgebungs- 300 20%)
B temperatur N p N
4 J 50-25 50 £ 5 9:..:45 < 250 < 35 < 0,3 5 _ Ty=-40..+65°C 300 20%)
4 J 100-5 100 £ 10 1...10 < 250 < 35 <03 5 300 20
4 J 100 -25 100 £ 10 9...45 < 250 < 35 < 0,3 5 300 - 20%)
4 J200-5 200 £ 20 1...10 < 250 < 35 < 0,3 5 300 ~20%)
4 J 200 -25 200 £+ 20 9...45 < 250 < 35 < 03 5 300 20%)

*) abhangig von Tastverhéltnis, Pulsform und Umgebungstemperatur

Serie 4 E...
Gewicht ca. 0,2 g
Glasgehause

261
+

255¢

)
5
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D

) e

gl

zfl

26 Abmessungen in mm

Serie 4 J...
Gewichtca.1,8g
Metallgehause
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Inland-Vertretungen und Auslieferungslager

Walter Danohl

Ernst-Giinther

Hannemann

Weide & Co

Ing. Theo Henskes

1 Berlin 30

KeithstraBe 26

Telefon (0311) 131586
Fernschreiber 01/83 208

6 Frankfurt
GutleutstraBe 11
Telefon (06 11) 331594
Fernschreiber 04/12 598

2 Hamburg 1
BurchardstraBe 22
Telefon (04 11) 33 95 41
Fernschreiber 02/11 685

3 Hannover-Linden 1

Badenstedter StraBe 9
Telefon (0511) 440213
Fernschreiber 09/23 509

K. & H. Biirger OHG

Willi Jung KG

Gustav Beck KG

Karl Manger KG

5 Koéin 1

Salierring 43

Telefon (0221) 2328 87
Fernschreiber 08/882 650

65 Mainz
Adam-Karillon-Str, 25-27
Telefon (061 31) 292 41
Fernschreiber 04/417 706

85 Niirnberg
Scharnhorststrae 40
Telefon (09 11) 525 41
Fernschreiber 06/22 334

7 Stuttgart-Vaihingen
Robert-Leicht-StraBe 43
Telefon (0711) 784622

Ausland-Vertretungen und Auslieferungslager

Beigien
J. P. Lemaire

D&anemark
Paul Levhgj

Finnland
ITT Standard
Components

INTERMETALL
SUCC. pour
la FRANCE

GroBbritannien
Standard Telephones
and Cables Limited
TRANSISTOR DIVISION

GroBbritannien
Standard Telephones
and Cables Limited

b RECTIFIER DIVISION

134, Bd. Leopold I
Briissel — 8
Telefon 25 87 39

95, Ryesgade
Kopenhagen O
Telefon YBRO 7104
Telex 0055/5613

Museokatu 8 A 8
Helsinki
Puh. 44 06 21

109, Rue de Bellevue
Boulogne-s / Seine
Telefon 825 63-12
Telex 0042/25 872

Footscray - Sidcup - Kent
Telephone Footscray 3333
Telex 21836 (Relay Fcray)

Edinburgh Way - Harlow
Essex

Telephone Harlow 26811
Telex 81146 (Harlow)

INTERMETALL GMBH
FILIALE ITALIANA

Niederlande
Heijnen N. V.

Norwegen
Gistein Roed

Osterreich
Elge GmbH

Schweden
AB Bromanco

Schweiz
Tungsram AG

Via Dario Papa 8/2
Milano - ltalia
Telefon 6884022

Maasweg 63

Gennep

Telefon (08851) 1956
Telex 00 44/45 239

Dronningensgt. 21
Oslo
Telefon 4147 94

Einsiedlergasse 17
Wien V

Telefon 57 11 66
Telex 0047/13 534

Sveavagen 25-27
Stockholm C
Telefon 1011 35
Telex 0054/10 364

BederstraBe 1
Ziirich 27
Telefon (051) 27 3255

INTERMETALL

78 Freiburg i. Br.

Hans-Bunte-StraBe 19
Telefon (0761) 31495*
Fernschreiber 07/72 716



INTERMETALL

Halbleiterwerk der
Deutsche ITT Industries GmbH

78 Freiburg i. Br.
Postfach 840
Hans-Bunte-StrafBe 19
Telefon: (0761) 31495*
Telex: 07/72716

Ausgabe 1965/11
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